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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

早稲田大学ナノテクノロジー研究センターに設置している成膜設備間の膜特性の違
いを明らかにする目的で、今回は、成膜設備のカバレッジ（付きまわり）を評価し
た。Line & Space（以降L&Sと略す。）パターンを形成し、その上に各成膜装置を
用いて成膜した。その後、劈開した基板断面の観察を行い、成膜設備間のカバレッ
ジの比較を行った。

実験
Experimental

基板は2cm角S i基板を使用した。L&Sのレジスト形成には、紫外線露光装
置(WS-014)を用いた。条件をTable１に示す。レジストパターン形成後、Deep-
RIE装置(WS-009)を用い、レジストをマスクにしてSiをエッチングした。その後、
レジストを剥離することでL&Sのパターンを作製した。良好に作製できた最小ピッ
チ幅は2.0 μmであった。
L&Sを形成したSi基板上に、ANELVA電子ビーム蒸着装置(WS-002)、ULVAC電子ビー
ム蒸着装置(WS-003)、イオンビームスパッタ装置(WS-001)、SPF430Hスパッタ装
置を用いて、Ti(200 nm設定)を成膜した。同様に、プラズマCVD装置（WS-030）、
原子層堆積(ALD)装置(WS-004)を用いて、それぞれSiO2膜(200 nm設定)、Al2O3

膜(100 nm設定)を成膜した。成膜条件は、各装置の標準条件を用いた。２台の電子
ビーム蒸着装置では、プラネタリーホルダーにセットした場合と、蒸着源から垂直
入射するように設計した基板ホルダーにセットした場合の２種類を検討した。
カバレッジの評価には、電界放出型走査電子顕微鏡(SEM)(WS-012)を用いた。成膜
後のL&S形成基板を劈開し、断面方向から観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1にDeep-RIE装置でエッチング、レジスト除去後の断面SEM像を示す。図のよ
うに、Siは垂直にエッチングされている。Fig.2、Fig.3に成膜後の断面SEM像を示
す。完全な断面真横方向からの観察が難しく、図中○で示したパターンエッジにお
ける膜の連続性から、壁の側面に膜が付着しているか、壁の側面を観察しているか
を判断した。カバレッジの指標として、SEM像の側面の厚さを上面の厚さで除した
値を用いた。結果をTable２に示す。表のように、イオンビームスパッタ装置、基
板ホルダーを用いた２台の電子ビーム蒸着装置では、側面にほとんど膜が付着して
いない。これらは、蒸着あるいはスパッタされた粒子の基板に対する入射方向が、
ほぼ垂直であるため、L&Sの壁の側面には膜が付着しにくいと考えられる。また、
プラズマCVD装置、原子層堆積(ALD)装置は、カバレッジの値が高く、L&Sパター
ンの全面に膜が形成されている。これらは、化学反応を原理とした装置であり、反
応ガスがL&Sの側面にも流入されるため、パターン側面にも膜が形成されたと考え
られる。特にALD装置ではカバレッジの指標が100％であり、パターン全面均一に
膜が付着していることを確認した。
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Table 1. Resist mask fabrication process
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Figure 1. Cross-sectional SEM image of Line & Space after DEEP-RIE process 

図・表・数式 3
Figures, Tables and

Equations 3

Figure 2. Cross-sectional SEM images after several deposition tools (1)
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Figure 3. Cross-sectional SEM images after several deposition tools (2)
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Table 2. Coverage ratio for each deposition tool
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